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(54) Title: OPTOELECTRONIC SEMI-CONDUCTOR COMPONENT
(54) Bezeichnung : OPTOELEKTRONISCHES HALBLEITERBAUELEMENT

(57) Abstract: The invention relates to an optoelectronic semi-conductor component (100) comprising a base body (1) which has
an upper face (11) and a lower face (12) which is opposite the upper face (11), said base body (1) comprising a first connection
point (A1), a second connection point (A2) and housing material (2), also comprising at least one optoelectronic component (3)
which is mounted on the base body (1), on the upper face (12) of said base body (1), a sealing compound (4) which is arranged on
the upper face (11) of the base body (1) and which covers the optoelectronic component (3) and the base body (1) at least in parts,
and at least one opening (5) which traverses the sealing compound (4) and the housing material (2) and which extends from one
upper tace (41) of the sealing compound (4) facing away from the base body (1), in the direction of the lower face (12) of the base
body (1). An electrically conductive material (6) is arranged at least in parts in the opening (5) and extends at least in parts on the
upper tace (41) of the sealing compound (4).

(57) Zusammenfassung:
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—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

Es wird ein optoelektronisches Halbleiterbauelement (100), angegeben, mit einem Grundkdrper (1), der eine Oberseite (11) sowie
eine der Oberseite (11) gegeniiberliegende Unterseite (12) aufweist, wobei der Grundkérper (1) eine erste Anschlussstelle (A1)
und eine zweite Anschlussstelle (A2) sowie ein Gehdusematerial (2) aufweist; zumindest einem optoelektronischen Bauteil (3),
das an der Oberseite (12) des Grundkdérpers (1) am Grundkdrper (1) angeordnet ist; einem an der Oberseite (11) des Grundkérpers
(1) angeordneten Verguss (4), der das optoelektronische Bauteil (3) und den Grundkérper (1) zumindest stellenweise bedeckt; zu-
mindest einer Offhung (5), die den Verguss (4) und das Gehiusematerial (2) durchdringt und sich von einer dem Grundkérper (1)
abgewandeten Oberseite (41) des Vergusses (4) in Richtung der Unterseite (12) des Grundkérpers (1) erstreckt, wobei, in der Off-
nung (5) zumindest stellenweise ein elektrisch leitendes Material (6) angeordnet ist, und das elektrisch leitende Material (6) sich
zumindest stellenweise an der Oberseite (41) des Vergusses (4) erstreckt.
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Beschreibung

Optoelektronisches Halbleiterbauelement

Es wird ein optoelektronisches Halbleiterbauelement

angegeben.

Eine zu losende Aufgabe besteht darin, ein optoelektronisches
Halbleiterbauelement anzugeben, welches platzsparend und

kompakt im Aufbau ist.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauelements umfasst dieses einen Grundkérper.
Beispielsweise kann es sich bei dem Grundkdrper um ein SMD-
Gehause (surface mountable device) handeln. Der Grundkérper
weist eine Oberseite sowie eine der Oberseite

gegeniiberliegende Unterseite auf.

An der Oberseite und der Unterseite ist jeweils eine Flache
ausgebildet, die durch einen Teil der AuBlenflédche des
Grundkorpers gebildet ist. Die Flache an der Unterseite
bezeichnet dabei jene AuBenfladche des Grundkdrpers, die einem
Kontakttrager - beispielsweise eine Leiterplatte - im

montierten Zustand des Halbleiterbauelements zugewandt ist.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform weist der Grundkérper
eine erste Anschlussstelle und eine zweite Anschlussstelle
auf. Die Anschlussstellen des Halbleiterbauelements sind
dabei zur elektrischen Kontaktierung des
Halbleiterbauelements vorgesehen. Zum Beispiel sind die
Anschlussstellen an der Unterseite des Halbleiterbauelements
von auBen zugadnglich, wobei die Unterseite des

Halbleiterbauelements zumindest stellenweise durch die
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Unterseite des Grundkdrpers gebildet ist. Das heiRt, an der
Unterseite des Halbleiterbauelements ist das Bauteil

elektrisch kontaktierbar.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform weist der Grundkérper
ein Gehdusematerial auf. Beigpielsweise handelt es sich bei
dem Gehausematerial um ein Kunststoffmaterial. Zum Beispiel
ist das Gehausematerial zumindest stellenweise in direktem

Kontakt mit den Anschlussstellen.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauelements verbindet das Gehdusematerial die
beiden Anschlussstellen miteinander. Vorzugsweise beriihren
sich die beiden Anschlussstellen nicht. Die Anschlussstellen
stehen dann lediglich durch das Gehdusematerial in
mittelbarem Kontakt miteinander. Vorzugsweise sind dann die
beiden Anschlussstellen elektrisch durch das Gehdusematerial
voneinander isoliert. Die durch das Gehdusematerial
vermittelte Verbindung ist gegen aulere mechanische
Belastungen, wie sie bei sachgemallem Gebrauch des
Halbleiterbauelements auftreten kdnnen, stabil, sodass die
Position der beiden Anschlussstellen zueinander aufgrund der
stabilisierenden Wirkung des Gehdusematerials im Wesentlichen
gleich bleibt. "Im Wesentlichen”" heilt in diesem
Zusammenhang, dass die Position der Anschlussstellen
zueinander bis auf eventuell auftretende thermische Effekte,
wie einer thermischen Verformung oder Ausdehnung des

Gehdusematerials, gleich bleibt.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauelements ist an der Oberseite des Grundkdrpers
am Grundkorper zumindest ein optoelektronisches Bauteil

angeordnet. Das optoelektronische Bauteil kann beispielsweise
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leitend mit der Flache an der Oberseite des Grundkdrpers
verbunden sein. An der Oberseite des Grundkdrpers konnen die
erste und die zweite Anschlussstelle zumindest stellenweise
freiliegen. Das optoelektronische Bauteil kann auf die zweite
Anschlussstelle gebondet, geldtet oder elektrisch leitend
geklebt sein. Bei dem optoelektronischen Bauteil kann es sich
um einen strahlungsempfangenden oder um einen
strahlungsemittierenden Halbleiterchip handeln.
Beispielsweise handelt es sich bei dem Halbleiterchip um
einen Lumineszenzdiodenchip. Bei dem Lumineszenzdiodenchip
kann es sich um einen Leuchtdiodenchip oder um einen

Laserdiodenchip handeln.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform weist das
optoelektronische Halbleiterbauelement einen an der Oberseite
des GrundkoOrpers angeordneten Verguss auf, der das
optoelektronische Bauteil und den Grundkdrper zumindest
stellenweise bedeckt. Der Verguss kann zum Beispiel mit einem
Silikon, einem Epoxid oder mit einer Mischung aus den

genannten Materialien gebildet sein.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform weist das
optoelektronische Halbleiterbauelement zumindest eine Offnung
auf, die den Verguss und das Gehadusematerial durchdringt. Die
Offnung erstreckt sich von einer dem Grundkdrper abgewandten
Oberseite des Vergusses in Richtung der Unterseite des
Grundkérpers. Beispielsweise weist die Offnung zumindest eine
Seitenfliche auf. Die zumindest eine Seitenfliche der Offnung
ist zumindest stellenweise durch den Verguss und das

Gehdusematerial gebildet.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen

Halbleiterbauelements ist die Offnung in lateraler Richtung
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beabstandet zu dem optoelektronischen Bauteil angeordnet. Die
laterale Richtung ist dabei diejenige Richtung, die parallel
zu einer Haupterstreckungsrichtung des Grundkdrpers verlauft.
Das heiBt, die Offnung ist seitlich von dem
optoelektronischen Bauteil angeordnet und verlauft
beispielsweise senkrecht oder im Wesentlichen senkrecht zu

der lateralen Richtung.

GemiaR zumindest einer Ausfihrungsform ist in der Offnung
zumindest stellenweise ein elektrisch leitendes Material
angeordnet. Das elektrisch leitende Material ist
beispielsweise mit einem Metall oder einem elektrisch

leitfahigen Klebstoff gebildet.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauelements erstreckt sich das elektrisch leitende
Material zumindest stellenweise an der Oberseite des
Vergusses und verbindet die erste Anschlussstelle elektrisch
leitend mit dem optoelektronischen Bauteil. Das heilt, das
elektrisch leitende Material verbindet das optoelektronische
Bauteil mit der Offnung und verliduft dabei zwischen dem
optoelektronischen Bauteil und der Offnung zumindest
stellenweise an der Oberseite des Vergusses. Das elektrisch
leitende Material kann dabei stellenweise direkt auf einer

AuBenflédche des Vergusses angeordnet sein.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das
optoelektronische Halbleiterbauelement einen Grundkérper, der
eine Oberseite sowie eine der Oberseite gegeniiberliegende
Unterseite aufweist, wobei der Grundkorper eine erste
Anschlussstelle und eine zweite Anschlussstelle sowie ein
Gehdusematerial aufweist. Zumindest ein optoelektronisches

Bauteil ist an der Oberseite des GrundkOrpers am GrundkOrper
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angeordnet. Weiter umfasst das optoelektronische
Halbleiterbauelement einen an der Oberseite des Grundkdrpers
angeordneten Verguss, der das optoelektronische Bauteil und
den Grundkorper zumindest stellenweise bedeckt. Ferner
umfasst das optoelektronische Halbleiterbauelement zumindest
eine Offnung, die den Verguss und das Gehdusematerial
durchdringt, und sich von einer dem Grundkdrper abgewandten
Oberseite des Vergusses in Richtung der Unterseite des
Grundkorpers erstreckt. Das Gehdusematerial verbindet die
beiden Anschlussstellen miteinander. Die Offnung ist in
lateraler Richtung beabstandet zu dem optoelektronischen
Bauteil angeordnet, wobei in der Offnung zumindest
stellenweise ein elektrisch leitendes Material angeordnet
ist. Das elektrisch leitende Material erstreckt sich
zumindest stellenweise an der Oberseite des Vergusses und
verbindet die erste Anschlussstelle elektrisch leitend mit

dem optoelektronischen Bauteil.

Das hier beschriebene optoelektronische Halbleiterbauelement
beruht dabei unter anderem auf der Erkenntnis, dass eine
Kontaktierung des optoelektronischen Bauteils in einem
Halbleiterbauelement iber beispielsweise eine
Bonddrahtkontaktierung nicht nur platzaufwadndig ist, sondern
auch spezielle Anforderungen an die
Halbleiterbauelementgeometrie stellt. Beispielsweise ist
mittels aufgrund einer derartigen Bonddrahtkontaktierung das
Halbleiterbauelement wenig kompakt und platzsparend. Ferner
kann die Designfreiheit eines derartigen

Halbleiterbauelements eingeschrankt sein.

Vorliegend ersetzen die Offnung und das in der Offnung
angeordnete elektrisch leitende Material einen Bonddraht.

Eine derartige Kontaktierung ist auch alterungsstabil und
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gegen aulere Einfliisse wie Hitze oder einer mechanischen
Belastung wenig empfindlich. Weiter ist ein derartiges
Halbleiterbauelement mit hoher Fertigungs- und
Kosteneffizienz sowie nur geringem Produktionsaufwand

verbunden.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform verringert sich eine
maximale laterale Ausdehnung der Offnung ausgehend von der
Oberseite des Vergusses in Richtung der Unterseite des
Grundkorpers. "Maximal laterale Ausdehnung" bezeichnet den
maximalen Abstand zweier Punkte in der Offnung die in
lateraler Richtung in der selben Ebene liegen. Ist die
Offnung zum Beispiel kreisfdrmig, so handelt es sich bei der
maximalen lateralen Ausdehnung um den Durchmesser.
Beispielsweise ist die Offnung in einer seitlichen Ansicht
trichterférmig. Die Offnung verjungt sich ausgehend von der
Oberseite des Vergusses in Richtung der Unterseite des

Grundkorpers.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauelements betragt ein Abstand in der lateralen
Richtung zwischen der Offnung und dem optoelektronischen
Bauteil hochstens eine maximale laterale Ausdehnung des
optoelektronischen Bauteils. Der Abstand wird dabei in
lateraler Richtung zwischen zwei in der selben Ebene
angeordneten Punkten an der den Anschlussstellen abgewandten

Seiten des Vergusses gemessen.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist der Verguss
strahlungsreflektierend oder strahlungsabsorbierend und mit
dem optoelektronischen Bauteil an Seitenflachen zumindest
stellenweise in direktem Kontakt, wobeili eine

Strahlungsdurchtrittsfliache des optoelektronischen Bauteils
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frei von dem Verguss ist. "Strahlungsreflektierend" heillt
insbesondere, dass der Verguss zumindest zu 80, bevorzugt zu
mehr als 90 % reflektierend fir auf ihn auftreffendes Licht
ist. Vorzugsweise erscheint fir einen externen Betrachter des
Halbleiterbauelements der reflektierende Verguss weild.
Beispielsweise sind dazu in den Verguss
strahlungsreflektierende Partikel eingebracht, die zum

Beispiel mit zumindest einem der Materialien TiOp, BaSOy4, ZnO
oder AlyOy gebildet sind oder eines der genannten Materialien

enthalten. Bei einem strahlungsabsorbierenden Verguss
erscheint der Verguss flir einen externen Betrachter schwarz
oder farbig. Zum Beigpiel sind dann in den Verguss
RuBpartikel eingebracht. Uber die Strahlungsdurchtrittsfléache
wird beispielsweise innerhalb des optoelektronischen Bauteils
erzeugte elektromagnetische Strahlung aus dem
optoelektronischen Bauteil ausgekoppelt oder von dem
optoelektronischen Bauteil durch die
Strahlungsdurchtrittsflache hindurch in das optoelektronische
Bauteil eintretende elektromagnetische Strahlung detektiert.
"Frei" heilt, dass die Strahlungsdurchtrittsfldche weder wvon
dem Verguss bedeckt ist noch der Verguss beispielsweise
entlang eines Strahlungsaustrittsweges des optoelektronischen
Bauteils dem optoelektronischen Bauteil nachgeordnet ist. Die
Strahlung kann daher ungehindert aus dem optoelektronischen
Bauteil austreten oder durch die Strahlungsdurchtrittsflache
hindurch in das optoelektronische Bauteil eintreten und wvon
diesem zum Beispiel detektiert werden. Es ist hochstens
moéglich, dass herstellungsbedingt sich noch Materialreste des
reflektierenden Vergusses auf der Strahlungsdurchtrittsflache
befinden, die die Strahlungsdurchtrittsfldche jedoch

hoéchstens zu 10 %, bevorzugt hoéchstens 5 %, bedecken.
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Gemdl in seiner Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauelements ist auf die Strahlungsdurchtrittsflache
zumindest eine Konversionsschicht aufgebracht. Die
Konversionsschicht dient zur zumindest teilweisen Konversion
von primdr innerhalb des optoelektronischen Bauteils
erzeugter elektromagnetischer Strahlung in elektromagnetische

Strahlung anderer Wellenlédnge.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform schlielBt die
Konversionsschicht in vertikaler Richtung blindig mit dem
Verguss ab. Die vertikale Richtung verlauft dabei senkrecht
zur lateralen Richtung. Vorteilhaft ermdglicht eine derartige
Anordnung von Verguss und Konversionsschicht ein
Halbleiterbauelement mit einer geringen Ausdehnung in
vertikaler Richtung. Mit anderen Worten ist ein derartiges
Halbleiterbauelement besonders flach. Ferner ist eine durch
die Konversionsschicht und den Verguss gebildete AulRenflache
des Halbleiterbauelements eben, sodass sich in lateraler
Richtung zwischen der Konversionsschicht und dem Verguss
weder ein Spalt noch eine Unterbrechung ausbildet. Auf eine
derartige AuBenfldche kann dann auf die Konversionsschicht
und/oder auf den Verguss ein optisches Element, wie zum

Beispiel eine Linse, aufgebracht werden.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist in die
Konversionsschicht zumindest eine Kontaktdffnung eingebracht,
in der das elektrisch leitende Material zumindest
stellenweise angeordnet ist und dort das optoelektronische
Bauteil elektrisch kontaktiert. Mit anderen Worten erstreckt
sich in vertikaler Richtung die Kontaktdffnung durch die
Konversionsschicht zumindest stellenweise vollstandig
hindurch. Beigspielsweise ist die Kontaktdffnung vollstandig

durch eine zusammenhdngende Seitenfliche sowie eine



10

15

20

25

30

WO 2011/161183 PCT/EP2011/060485

Bodenflache und eine der Bodenflache gegenliberliegende
Deckflédche gebildet. Die Seitenflache kann dann vollstandig
durch die Konversionsschicht selbst gebildet sein, wobei die
Bodenflache dann vollstandig durch eine durch die
Kontaktdffnung freigelegte Kontaktflache des

optoelektronischen Bauteils gebildet sein kann.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform fullt das elektrisch
leitende Material die Offnung vollstidndig aus. Das heiBt,
dass ein von der Offnung in lateraler Richtung
eingeschlossener Raum mit dem elektrisch leitenden Material

vollstandig befillt ist.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist eine elektrisch
leitende Verbindung zwischen der ersten Anschlussstelle und
dem optoelektronischen Bauteil vollstandig durch das

elektrisch leitende Material gebildet.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform umfasst der Grundkorper
zumindest ein elektronisches Bauteil, welches an einer der
Offnung zugewandten Seite der ersten Anschlussstelle an der
ersten Anschlussstelle angeordnet ist. Zum Beispiel ist das
elektronische Rauteil in der gleichen Weise wie das
optoelektronische Bauteil kontaktiert. Das heilt, das
elektronische Bauteil ist dann ebenso iiber eine in den
Verguss und/oder das Gehduse eingebrachte Offnung
kontaktiert, in der zumindest stellenweise ein elektrisch
leitendes Material angeordnet ist. Beispielsweise enthalt
oder ist das elektronische Bauteil eine Schutzschaltung gegen
Schaden durch elektrostatische Aufladung (auch ESD-

Schutzschaltung) .
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Beispielsweise ist das elektronische Bauteil, bis auf eine
eventuelle zur Kontaktierung dienende Offnung vollstindig und
formschliissig von dem Gehdusematerial bedeckt. Mit anderen
Worten ist dann das elektronische Bauteil von dem
Gehdusematerial vollstandig umschlossen und kann
beispielsweise von dem Gehdusematerial durch dieses flir einen

externen Betrachter verdeckt und/oder abgedeckt sein.

Im Folgenden wird das hier beschriebene optoelektronische
Halbleiterbauelement anhand von Ausfihrungsbeispielen und den

dazugehdrigen Figuren naher erlautert.

Die Figuren 1A, 1B, 2A, 2B, 2C und 3 zeigen schematische
Ansichten von Ausfihrungsbeispielen eines hier
beschriebenen optoelektronischen

Halbleiterbauelements.

In den Ausfihrungsbeispielen und den Figuren sind gleiche
oder gleich wirkende Bestandteile jeweils mit den gleichen
Bezugszeichen versehen. Die dargestellten Elemente sind nicht
als maBstabsgetreu anzusehen, vielmehr kdnnen einzelne
Elemente zum besseren Verstandnis verschieden grof

dargestellt sein.

Die Figur 1A zeigt in einer schematischen Schnittdarstellung
ein Ausfiihrungsbeispiel eines hier beschriebenen
optoelektronischen Halbleiterbauelements 100. Ein Grundkérper
1 des Halbleiterbauelements 100 weist eine Oberseite 11 sowie
eine der QOberseite 11 gegeniiberliegende Unterseite 12 auf.
Ferner weist der Grundkorper 1 eine erste Anschlussstelle Al
und eine zweite Anschlussstelle A2 sowie ein Gehdusematerial
2 auf. Vorliegend ist das Gehausematerial 2

strahlungsundurchldssig. Beispielsweise ist dazu das
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Gehdusematerial 2 mit einem Epoxid gebildet, in das
strahlungsabsorbierende und/oder reflektierende Partikel
eingebracht sind. Beispielsweise kann es sich bei den
strahlungsabsorbierenden Materialien um Russpartikel handeln.
Die beiden Anschlussstellen Al und A2 sind bis auf
Kontaktfldchen 1UF der Anschlussstellen Al und A2 und einer
Chipmontageflidche 10F der zweiten Anschlussstelle A2

formschliissig von dem Gehdusematerial 2 bedeckt.

An der Unterseite 12 des Grundkdrpers 1 schlielt das
Gehausematerial 2 in vertikaler Richtung V blindig mit den
Anschlussstellen Al und A2 ab. Das heiBt, dass eine Flache

an der Unterseite 12 des Grundkdrpers 1 eben ist und somit
weder Erhebungen noch Senkungen oder Unterbrechungen aufweist

und durch die Form des Gehdusematerials 2 bestimmt sein kann.

Die Anschlussstellen Al und A2 dienen zur elektrischen
Kontaktierung des Halbleiterbauelements 100. Die
Anschlussstellen Al und A2 sind von der Unterseite 12 des
Grundkorpers 1 frei zuganglich und vorliegend mit einem
elektrisch kontaktfidhigen Material, beispielsweise einem

Metall, gebildet.

Auf der Chipmontageflache 10F ist ein optoelektronisches
Bauteil 3 mit der zweiten Anschlussstelle A2 elektrisch
kontaktiert. Bei dem optoelektronischen Bauteil 3 handelt es
sich vorliegend um einen strahlungsemittierenden

Halbleiterchip, zum Beispiel um einen Leuchtdiodenchip.

Auf freiliegende Stellen des Gehdusematerials 2, der
Chipmontagefldache 10F und des optoelektronischen Bauteils 3
ist ein reflektierender oder strahlungsabsorbierender Verguss

4 aufgebracht. Ist der Verguss reflektierend, sind dazu
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beispielsweise in diesen strahlungsreflektierende Partikel
eingebracht. Zum Beispiel ist der reflektierende Verguss 4
mit einem Silikon gebildet, in das die
strahlungsreflektierenden Partikel eingebracht sind, die zum

Beispiel mit zumindest einem der Materialien TiOp, BaSOy4, ZnO
oder AlyOy gebildet sind oder eines der genannten Materialien

enthalten. Ist der Verguss strahlungsabsorbierend kdnnen in

den Verguss zum Beispiel RuBpartikel eingebracht sein.

Vorliegend sind Seitenfldchen 31 des optoelektronischen
Bauteils 3 vollstandig von dem Verguss 4 bedeckt und stehen
mit diesem dort in direktem Kontakt. Eine
Strahlungsdurchtrittsfliache 32 des optoelektronischen
Bauteils 3 ist frei von dem Verguss 4. Auf die
Strahlungsdurchtrittsflache 32 ist eine Konversionsschicht 8
aufgeklebt, die beispielsweise von dem optoelektronischen
Bauteil 3 primdr emittierte elektromagnetische Strahlung

teilweise in Strahlung anderer Wellenlange umwandelt.

Ferner weist das optoelektronische Halbleiterbauelement 100
eine Offnung 5 auf, die den Verguss 4 und das Gehiusematerial
2 vollstandig durchdringt und sich von einer dem Grundkérper
1 abgewandten QOberseite 41 des Vergusses 4 in Richtung der
Unterseite 12 des Grundkorpers 1 erstreckt. Vorliegend
verringert sich eine maximale laterale Ausdehnung 35 der
Offnung 5 ausgehend von der Oberseite 41 des Vergusses 4 in
Richtung der Unterseite 12 des Grundkdrpers 1. Mit anderen
Worten ist die Offnung 5 trichterférmig ausgebildet. In der
Offnung 5 ist vollstdndig ein elektrisch leitendes Material 6
angeordnet. Das elektrisch leitende Material 6 steht im
Bereich 71 der Anschlussstelle Al mit der Anschlussstelle Al
in direktem Kontakt. Ferner erstreckt sich das elektrisch

leitende Material 6 an der Oberseite 41 des Vergusses 4. Das
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heiRt, dass an einer an der Oberseite 41 ausgebildete
AuBenflédche des Vergusses 4 das elektrisch leitende Material
6 an diesen Stellen in direktem Kontakt mit dem Verguss 4
steht. Das elektrische leitende Material 6 verlauft an der
AuBenfliche des Vergusses 4 ausgehend von der Offnung 5 in
Richtung des optoelektronischen Bauteils 3 und endet in einer
Kontaktdffnung 81 der Konversionsschicht 8. Die
Kontaktdffnung 81 der Konversionsschicht 8 ist vollstéandig
mit dem elektrisch leitenden Material 6 ausgefiillt. Uber eine
durch die Kontaktoéoffnung 81 ausgebildete Kontaktfldche des
optoelektronischen Bauteils 3 ist das optoelektronische
Bauteil 3 mit der Anschlussstelle Al iber das elektrisch

leitende Material 6 elektrisch leitend kontaktiert.

Ferner weist die Offnung 5 einen Abstand 53 in lateraler
Richtung L zwischen der Offnung 5 und dem optoelektronischen
Bauteil 3 auf, der hochstens eine maximale laterale
Ausdehnung 33 des optoelektronischen Bauteils 3 betragt.
Durch die laterale Anordnung ist in lateraler Richtung L
zwischen der Offnung 5 und dem optoelektronischen Bauteil 3
das elektrisch isolierende Material des Vergusses 4 und/oder
des Gehdusematerials 2 angeordnet. Mit anderen Worten dienen
der Verguss 4 und/oder das Gehdusematerial 2 als ein
elektrischer Isolator zwischen der Offnung 5 und dem

optoelektronischen Bauteil 3.

Die Konversionsschicht 8 schlieBt in vertikaler Richtung V
biindig mit dem Verguss 4 ab. Vorteilhaft kann durch eine an
der Oberseite 41 des Vergusses 4 und durch das
Konverterelement 8 ausgebildete AuBenfldche beispielsweise

ein optisches Element direkt auf diese aufgeklebt werden.
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Die Figur 1B zeigt in einer weiteren schematischen Draufsicht
das in der Figur 1A beschriebene optoelektronische
Halbleiterbauelement 100. Wiederum erkennbar ist die
Kontaktdffnung 81, in der das elektrisch leitende Material 6

angeordnet ist.

Die Figur 2A zeigt in einer schematischen Ansicht ein
weiteres Ausfiilhrungsbeispiel eines hier beschriebenen
optoelektronischen Halbleiterbauelements 100. Im Vergleich zu
dem in der Figur 1A dargestellten Halbleiterbauelement 100
weist das in der Figur 2A dargestellte Halbleiterbauelement
100 durch das Gehausematerial 2 ausgebildete Erhebungen 22
aus. Vorliegend umranden die Erhebungen 22 sowohl das
optoelektronische Bauteil 3 als auch den Verguss 4 in
lateraler Richtung L vollstdndig. Die Erhebungen 22 sind
wulstartig ausgebildet.

Weiter ist in der Figur 2B dargestellt, dass das
optoelektronische Halbleiterbauelement 100 ein elektronisches
Bauteil 9 aufweist. Vorliegend handelt es sich bei dem
elektronischen Bauteil 9 um eine ESD-Schutzdiode. Das
elektronische Bauteil 9 ist an einer der Offnung 5
zugewandten Seite der ersten Anschlussstelle Al an der
Anschlussstelle Al angeordnet. Dabei stehen das elektronische
Bauteil 9 und die erste Anschlussstelle Al in direktem
Kontakt miteinander. Die erste Anschlussstelle Al ist dabei
mit dem elektronischen Bauteil 9 elektrisch leitend

kontaktiert.

In der Figur 2C ist in einer schematischen Unteransicht das
in den Figuren 2A und 2B dargestellte optoelektronische
Halbleiterbauelement 100 dargestellt. Erkennbar ist, dass die

Anschlussstellen Al und A2 von der Unterseite 12 des
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Grundkorpers 1 frei einsehbar und tiber die Unterseite 12

elektrisch kontaktierbar sind.

Die Figur 3 zeigt in einer schematischen Schnittansicht ein
weiteres Ausfiihrungsbeispiel des optoelektronischen
Halbleiterbauelements 100, bei dem im Vergleich zu dem in den
Figuren 2A bis 2C dargestellten Ausfihrungsbeispiel
zusatzlich auf freiliegenden Stellen des Gehdusematerials 2,
der Konversionsschicht 8 und des Vergusses 4 ein optisches
Element 10 aufgebracht ist. Vorliegend handelt es sich bei
dem optischen Element 10 um eine Auskoppellinse mit einer
Strahlungsauskoppelfldche 11. Beispielsweise ist die Linse
mit einem strahlungsdurchlassigen Silikon gebildet. Das
optische Element 10 bedeckt die Erhebungen 22 vollstandig und
ist in lateraler Richtung L beidseits der Erhebungen 22
angeordnet. Vorteilhaft kann ein Abldsen (auch Delaminieren)
des optischen Elements 10 von dem Gehausematerial 2 durch die
Erhebungen 22 zumindest in lateraler Richtung L verhindert

werden.

Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der
Ausfihrungsbeispiele beschrankt. Vielmehr umfasst die
Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede Kombination von
Merkmalen, was insbesondere jede Kombination von Merkmalen in
den Patentanspriichen beinhaltet, auch wenn dieses Merkmal
oder diese Kombination selbst nicht explizit in den

Patentanspriichen und Ausfiihrungsbeispielen angegeben ist.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung 102010024862.2, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird.
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Patentanspriiche

1. Optoelektronisches Halbleiterbauelement (100), mit

- einem Grundkorper (1), der eine QOberseite (11) sowie
eine der QOberseite (11) gegeniiberliegende Unterseite
(12) aufweist, wobei der Grundkdérper (1) eine erste
Anschlussstelle (Al) und eine zweite Anschlussstelle
(A2) sowie ein Gehausematerial (2) aufweist;

- zumindest einem optoelektronischen Bauteil (3), das an
der Oberseite (11) des Grundkérpers (1) am Grundkérper
(1) angeordnet ist;

- einem an der Oberseite (11) des Grundkorpers (1)
angeordneten Verguss (4), der das optoelektronische
Bauteil (3) und den Grundkorper (1) zumindest
stellenweise bedeckt;

- zumindest einer Offnung (5), die den Verguss (4) und das
Gehdusematerial (2) durchdringt und sich von einer dem
Grundkorper (1) abgewandeten Oberseite (41) des
Vergusses (4) in Richtung der Unterseite (12) des
Grundkorpers (1) erstreckt, wobei

- das Gehdusematerial (2) die beiden Anschlussstellen (Al,
A2) miteinander verbindet,

- die Offnung (5) in lateraler Richtung (L) beabstandet zu
dem optoelektronischen Bauteil (3) angeordnet ist,

- in der Offnung (5) zumindest stellenweise ein elektrisch
leitendes Material (6) angeordnet ist,

- das elektrisch leitende Material (6) sich zumindest
stellenweise an der Oberseite (41) des Vergusses (4)
erstreckt, und

- das elektrisch leitende Material (6) die erste
Anschlussstelle (Al) elektrisch leitend mit dem

optoelektronischen Bauteil (3) verbindet.
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2. Optoelektronisches Halbleiterbauelement (100) nach
Anspruch 1,
bei dem eine maximale laterale Ausdehnung (35) der
Offnung (5) sich ausgehend von der Oberseite (41) des
Vergusses (4) in Richtung der Unterseite (12) des

Grundkorpers (1) verringert.

3. Optoelektronisches Halbleiterbauelement (100) nach
Anspruch 1 oder 2,
bei dem ein Abstand (53) in der lateralen Richtung (L)
zwischen der Offnung (5) und dem optoelektronischen
Bauteil (3) héchstens eine maximale laterale Ausdehnung

(33) des optoelektronischen Rauteils (3) betragt.

4, Optoelektronisches Halbleiterbauelement (100) nach einem
der vorhergehenden Anspriche,
bei dem der Verguss (4) strahlungsreflektierend oder
strahlungsabsorbierend ist und mit dem
optoelektronischen Bauteil (3) an Seitenflachen (31)
zumindest stellenweise in direktem Kontakt ist, wobei
eine Strahlungsdurchtrittsfldche (32) des
optoelektronischen Bauteils (3) frei von dem Verguss (4)

ist.

5. Optoelektronisches Halbleiterbauelement (100) nach dem
vorhergehenden Anspruch,
bei dem auf die Strahlungsdurchtrittsfldche (32)

zumindest eine Konversionsschicht (8) aufgebracht ist.

6. Optoelektronisches Halbleiterbauelement (100) nach dem

vorhergehenden Anspruch,
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10.

bei dem in vertikaler Richtung (V) die
Konversionsschicht (8) bindig mit dem Verguss (4)

abschlieBt.

Optoelektronisches Halbleiterbauelement (100) nach
Anspruch 5 oder 6,

bei dem in die Konversionsschicht (8) zumindest eine
Kontaktdffnung (81) eingebracht ist, in der das
elektrisch leitende Material (6) zumindest stellenweise
angeordnet ist und dort das optoelektronische Bauteil

(3) elektrisch kontaktiert.

Optoelektronisches Halbleiterbauelement (100) nach einem
der vorhergehenden Anspriche,
bei dem das elektrische leitende Material (6) die

Offnung (5) vollstdndig ausfiillt.

Optoelektronisches Halbleiterbauelement (100) nach einem
der vorhergehenden Anspriche,

bei dem eine elektrisch leitende Verbindung zwischen der
ersten Anschlussstelle (Al) und dem optoelektronischen
Bauteil (3) wvollstandig durch das elektrisch leitende
Material (6) gebildet ist.

Optoelektronisches Halbleiterbauelement (100) nach einem
der vorhergehenden Anspriche,

mit zumindest einem elektronischen Bauteil (9), welches
an einer der Offnung (5) zugewandten Seite der ersten
Anschlussstelle (Al) an der ersten Anschlussstelle (Al)

angeordnet ist.
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